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(54)【発明の名称】 アクティブマトリクス型液晶表示素子アレイ基板の製造方法および液晶表示素子

(57)【要約】
【課題】  液晶表示素子の輝度ムラの低減。
【解決手段】  レーザーホログラフィーによるパターン
露光を用いたフォトリソ法で形成される工程を有するこ
とを特徴としたアクティブマトリクス型液晶表示素子ア
レイ基板の製造方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板に、マトリックス状に配置された複
数の直線状の信号配線及び走査配線と、前記信号配線と
前記走査配線との各交差点に対応して備えられた少なく
とも一つ以上のスイッチング素子と、前記スイッチング
素子に接続される画素電極とが備えられるアクティブマ
トリクス型液晶表示素子アレイ基板の製造方法であっ
て、前記基板に、前記走査配線と、前記画素電極とを露
光によるパターンニングで設ける際に、露光用のマスク
を介さずにレーザーホログラフィーによるフォトリソ法
で露光される工程を有することを特徴とするアクティブ
マトリクス型液晶表示素子アレイ基板の製造方法。
【請求項２】  請求項１に記載のアクティブマトリクス
型液晶表示素子アレイ基板の製造方法であって、レーザ
ーホログラフィーによるフォトリソ法のレーザー光の波
長が、下限値が１００ｎｍで、かつ上限値が３１０ｎｍ
であることを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表
示素子アレイ基板の製造方法。
【請求項３】  基板に、マトリックス状に配置された複
数の直線状の信号配線及び走査配線と、前記信号配線と
前記走査配線との各交差点に対応して備えられた少なく
とも一つ以上のスイッチング素子と、前記スイッチング
素子に接続される櫛型状の画素電極と、前記画素電極と
咬合する櫛型状の共通電極とが備えられるアクティブマ
トリクス型液晶表示素子アレイ基板の製造方法であっ
て、前記基板に、前記走査配線と、前記共通電極とを露
光によるパターンニングで設ける際に、露光用のマスク
を介さずにレーザーホログラフィーによるフォトリソ法
で露光される工程を有することを特徴とするアクティブ
マトリクス型液晶表示素子アレイ基板の製造方法。
【請求項４】  請求項３に記載のアクティブマトリクス
型液晶表示素子アレイ基板の製造方法であって、レーザ
ーホログラフィーによるフォトリソ法のレーザー光の波
長が、下限値が１００ｎｍで、かつ上限値が３１０ｎｍ
であることを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表
示素子アレイ基板の製造方法。
【請求項５】  請求項１から請求項４のいずれ一つに記
載のアクティブマトリクス型液晶表示素子アレイ基板の
製造方法で得られるアクティブマトリクス型液晶表示素
子アレイ基板を有することを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、アクティブマトリ
クス型液晶表示素子アレイ基板の製造方法および液晶表
示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】以下、図面を参照しながらアクティブマ
トリクス型液晶表示素子の薄膜トランジスター集積装置
にの一例について説明する。図１（ａ）は一般的なＴＮ
型の1画素部分の信号線で、電極の平面模式図であり、
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（ｂ）は（ａ）の断面模式図である。ＴＮ型のアクティ
ブマトリクス型液晶表示素子では、電界を基板１ａに対
して垂直に発生させるが、基板１ａに対して水平面内に
発生させるＩＰＳ方式も考案され、近年、使用されるに
いたっている。図２（ａ）はこのようなＩＰＳ型の１画
素部分の信号線で、電極の平面模式図であり、（ｂ）は
（ａ）の断面模式図である。図１、および２において１
１は走査配線であり、１２は信号配線であり、１３はス
イッチング素子であり、１４は画素電極であり、１５は
共通電極であり、１６は蓄積容量である。
【０００３】これら、上記の配線と、電極は、一般的に
図３（ａ）に示すような、光源として水銀ランプや、キ
セノンランプなどの定常光を用い、マスクを介したフォ
トリソ法により形成される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、光源と
して水銀ランプや、キセノンランプなどの定常光を用
い、マスクを介したフォトリソ法では、マスク上のダス
トなどの異物によりパターンの形状的な不具合が発生
し、歩留りの低下の要因となる。特に、ＩＰＳ型の基板
では櫛型状に画素電極：１４と共通電極：１５が並列し
ており、パターンの形状的な不具合のため電極間の短絡
等が生じる場合もある。
【０００５】また、マスクを介した定常光によるフォト
リソ法では、マスクの濃度ムラや露光装置の光量分布の
不均一性が上記配線と、電極の幅に不均一性を与える。
ＩＰＳ型では、電極間の距離が液晶分子のねじれの程度
に差を与えるため、電極幅の不均一性に起因する電極間
距離の不均一性による輝度ムラが現れることになる。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に本発明のアクティブマトリクス型液晶表示素子アレイ
基板の製造方法は、基板に、マトリックス状に配置され
た複数の直線状の信号配線及び走査配線と、信号配線と
走査配線との各交差点に対応して備えられた少なくとも
一つ以上のスイッチング素子と、そのスイッチング素子
に接続される画素電極とが備えられるアクティブマトリ
クス型液晶表示素子アレイ基板の製造方法で、基板に、
走査配線と、画素電極とを露光によるパターンニングで
設ける際に、露光用のマスクを介さずにレーザーホログ
ラフィーによるフォトリソ法で露光される工程を有す
る。
【０００７】また、本発明のアクティブマトリクス型液
晶表示素子アレイ基板の製造方法のレーザーホログラフ
ィーによるフォトリソ法のレーザー光の波長は、下限値
が１００ｎｍで、かつ上限値が３１０ｎｍである。
【０００８】また、本発明のアクティブマトリクス型液
晶表示素子アレイ基板の製造方法は、基板に、マトリッ
クス状に配置された複数の直線状の信号配線及び走査配
線と、信号配線と走査配線との各交差点に対応して備え
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られた少なくとも一つ以上のスイッチング素子と、その
スイッチング素子に接続される櫛型状の画素電極と、画
素電極と咬合する櫛型状の共通電極とが備えられるアク
ティブマトリクス型液晶表示素子アレイ基板の製造方法
で、基板に、走査配線と、共通電極とを露光によるパタ
ーンニングで設ける際に、露光用のマスクを介さずにレ
ーザーホログラフィーによるフォトリソ法で露光される
工程を有する。
【０００９】また、本発明の液晶表示装置は、上記で得
られるアクティブマトリクス型液晶表示素子アレイ基板
を有する。
【００１０】このようにして、マスクを介さないことに
より、マスク上のダスト、マスク濃度ムラの影響がなく
なる。下限値が１００ｎｍで、かつ上限値が３１０ｎｍ
の波長のみを選択的に用いることにより、光の回折効果
が大きくなるので、露光の際の基板上ダストの影響をよ
り軽減できる。
【００１１】また、本発明では、さらに、レーザー光走
印の直前にそのレーザー光走印の箇所を選択的にエアー
ブローを行ない、基板上のダストの影響を低減すること
も可能である。
【００１２】本発明で使用するレーザー光の光源として
は、キセノンクロライド（波長３０８ｎｍ)や、クリプ
トンフッ素（波長２５４ｎｍ）のエキシマーレーザー
や、ＹＡＧレーザーの４倍波（波長２６６ｎｍ）などが
挙げられるが、他のレーザー光の光源を用いても良い。
【００１３】また、本発明に用いられるフォトリソ法の
感光性組成物としては、光重合型あるいは、化学増幅型
の感光性組成物が挙げられるが、他の感光性組成物を用
いても良い。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶パネルお
よびその製造方法について図面を参照しながら説明す
る。
【００１５】（実施の形態１）図２（ａ）はこの発明の
実施の形態１の液晶パネルの構成平面図であり、図２
（ｂ）は同液晶パネルの構成断面図である。
【００１６】この実施の形態１は基板１ａと基板１ｂと
の間に、基板面に対して平行方向に液晶分子（図示せ
ず）が配向したネマティック液晶を狭持している。一方
の基板１ａの内側面には、平行に配置し相互に短絡した
複数の共通電極１５と、窒化珪素膜（絶縁膜）２０上に
各共通電極１５に対して表示領域を挟んで平行に配置し
た画素電極１４と、窒化珪素膜２０上に配置され各絵素
電極１４に接続された薄膜トランジスタ（スイッチング
素子）１３と、窒化珪素膜２０上に配置され薄膜トラン
ジスタ１３を介して画素電極１４に信号を供給する信号
配線１２と、薄膜トランジスタ１３のスイッチング制御
を行う走査配線１１を設けている。そして、一対の基板
１ａおよび１ｂの両外側には互いの偏光軸７ａと７ｂ
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（図４参照）が直行する一対の偏光板８ａと８ｂ（図４
参照）を備え、電極１４と、１５間に電圧を印加するよ
うにしている。また、ラビング処理を施したポリイミド
配向膜３ａと３ｂを基板１ａおよび１ｂ上に設けてい
る。
【００１７】このように構成される液晶パネルの製造方
法を説明する。まず、透明なガラス基板１ａ上にアルミ
ニウムを蒸着し、その上に、化学増幅型のフォトレジス
トを設ける。次に、クリプトンフッ素レーザー（波長２
５４ｎｍ）を用い、レーザー照射部をエアーブローしな
がら、レーザーホログラフィーより露光を行ない、アル
カリ水溶液を用いて現像を行ない、フォトレジストをパ
ターン化する。次に、フォトレジストでパターン化され
ていない箇所を、エッチングした後、フォトレジストを
除去し、走査配線１１、および共通電極１５のパターン
化を行なう。次に、二酸化珪素と窒化珪素を用い、プラ
ズマＣＶＤ法により、ゲート絶縁膜と、アモルファスシ
リコン層を約５０ｎｍの厚さに形成した。このアモルフ
ァスシリコン層をフォトエッチングして、薄膜トランジ
スタ１３を形成した。次にアルミニウムを蒸着により約
1μm形成した後、信号配線（ソース電極）１２と、画素
電極１５を形成した。最後に、窒化珪素膜をプラズマＣ
ＶＤ法により３００ｎｍ設け、基板１ａを完成する。
【００１８】この実施の形態１では図２（ｂ）のように
断面から見た基板１ａ上の信号配線１２と、共通電極１
５と、画素電極１４の幅は４μmであり、高さは１μmで
ある。また、共通電極１５と画素電極１４の間の幅は１
０μmである。
【００１９】そして、ポリイミド配向膜の塗布や、硬化
乾燥や、ラビング処理や、透明基板貼り合わせや、液晶
注入や、封口を行ない液晶パネル１を得た。この手法で
１００枚のパネルを試作し、点灯画像検査を行なったと
ころ、アレイ基板上の走査配線や、画素電極や、共通電
極等の形状的な不具合が原因の画像欠陥および、電極間
距離の不均一性による輝度ムラがが問題となるパネルは
確認できなかった。
【００２０】（比較例１）次に、比較例１の液晶パネル
の製造方法を説明する。上記の実施の形態１と同様の図
２（ａ）（ｂ）に示す液晶表示素子を作成して比較し
た。まず、透明なガラス基板１ａ上にアルミニウムを蒸
着し、その上に、フォトレジストを設ける。次に、高圧
水銀灯を光源として用い、マスクを介してフォトレジス
トをパターン化する。次に、フォトレジストでパターン
化されていない箇所を、エッチングした後、フォトレジ
ストを除去し、走査配線１１、および共通電極１５のパ
ターン化を行なう。次に、二酸化珪素と窒化珪素を用
い、プラズマＣＶＤ法により、ゲート絶縁膜と、アモル
ファスシリコン層を約５０ｎｍの厚さに形成した。この
アモルファスシリコン層をフォトエッチングして、薄膜
トランジスタ１２を形成した。次にアルミニウムを蒸着
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により約１μm形成した後、走査配線１１と、共通電極
１４を形成した。最後に、窒化珪素膜をプラズマＣＶＤ
法により３００ｎｍ設け、基板１ａを完成させた。
【００２１】そして、実施の形態１と同様の手法でポリ
イミド配向膜の塗布や、硬化乾燥や、ラビング処理や、
透明基板貼り合わせや、液晶注入や、封口を行ない液晶
パネル２を得た。この手法で１００枚のパネルを試作
し、点灯画像検査を行なったところ、２３枚のアレイ基
板上の配線と、電極のパターン異常による画像欠陥が見
られた。また、これら１００枚のパネルには、電極間距
離の不均一性による輝度ムラが現われた。
【００２２】
【発明の効果】以上のように、本発明によれば、レーザ
ーホログラフィーによるフォトリソ法のレーザー光の波
長を、下限値が１００ｎｍで、かつ上限値が３１０ｎｍ
に特定して露光することで、走査配線や、画素電極や、
共通電極等の形状的な不具合が原因の画像欠陥および、
電極間距離の不均一性が原因の輝度ムラがより低減でき
て、産業的価値が大きい。
【図面の簡単な説明】
【図１】一般的なＴＮ型の液晶表示素子の概略構成を示
す図
（ａ）その平面図
（ｂ）同液晶表示素子の第１の基板の電極形成の断面図
【図２】一般的なＩＰＳ型の液晶表示素子の概略構成を
示す図
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【図３】液晶表示素子のアレイ基板のフォトリソ法によ
るパターンニング法の工程の流れを示す図
（ａ）比較例１の露光工程の説明図
（ｂ）本発明の実施の形態１の露光工程の説明図
（ｃ）工程の途中段階の説明図
（ｄ）フォトレジスト現像の工程の説明図
（ｅ）アルミニウム膜のエッチング工程の説明図
（ｆ）フォトレジスト除去工程の説明図
【図４】図２の液晶表示素子に偏光板を張り合わせる場
合の構成を示した概略斜視図
【符号の説明】
１ａ、１ｂ  基板
２  配向膜
５  液晶パネル
６  ラビング方向
７ａ、７ｂ  偏光軸
８ａ、８ｂ  偏光板
９  基板法線方向
１１  走査配線
１２  信号配線
１３  薄膜トランジスタ（スイッチング素子）
１４  画素電極
１５  共通電極
１６  蓄積容量
２０  窒化珪素膜（絶縁膜）

【図３】 【図４】
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摘要(译)

减少液晶显示元件的亮度不均。 一种有源矩阵型液晶显示元件阵列基板
的制造方法，其特征在于，包括通过使用激光全息图的图案曝光的光刻
法形成的步骤。
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